
Ⅰ. 서  론

소자의 크기가 작아짐에 따라 반도체물질의 전
도성에 대한 문제가 대두되고 기존에 사용되오지
는 전류보다 낮은 전류에 대한 관심이 높아지고 
있다. 따라서 실리콘 산화막의 전기적인 한계와 그
이상의 범위에 대한 연구가 필요해짐에 따라서 더 
낮은 전류에 대한 조사와 누설전류에대한 연구가 
요구되고 있다. 반체의 전도성에대한 연구에서 일
반적으로 연구되어지는 영역으로 접합특성이있다
[1-3]. 반도체에는 전압과 전류의 선형적인 관계에 
따라서 오믹접합과 쇼키접합을 갖는다. 전류와 전
압이 선형적인 특성을 갖게 되는 오믹접합과 비선
형특성을 가지는 쇼키접합이 잇다. 실리콘기반의 
반도체소자에서는 전류가 잘 통하는 시스템으로오
믹접합을 형성하도록 요구한다. 하지만 소형화 반
도체시스템에서는 쇼키접합특성이 더 중요한 효과
를 갖는 경우가 많다 [4]

본논문에서는 반도체 접합특성과 쇼키접합에 
대하여 알아보기 위해 실리콘 기판 위에 스퍼터링 
방법으로 V2O5 박막을 증착하고 전류-전압특성을 
살펴보았다. 전위장벽이 계면에 미치는 영향에 대
하여 살펴보았다.

Ⅱ. 결과 및 토론

양방향성 트랜지스터를 제작하기 위해서 게이
트 절연막과 채널층으로 V2O5 박막을 스퍼터링방
법으로 증착 후 150도에서 열처리하고 Al 전극을 
입형서 전류 전압측정을 하였다. 트랜지스터의 전
달특성을 측정을 하기 전에 우선 V2O5 박막의 전
기적인 특성을 이해하기 위해서 실리콘산화막의 
전압전류특성을 먼저 측정하였다. 일반적인 n형 
트랜지스터 혹은 p형 트랜지스터가 단방향특성을 
나타내는 것에 비하여 V2O5 박막 트랜지스터는 
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일반적인 실리콘 트랜지스터는 단방향성특성을 갖는다. 도핑 물질에 따라서 p형 혹은 n형 반도체 물
질로 케리어가 달라지고 동작 영역도 달라지기 때문에 반도체 소자는 조건에 따라서 한쪽 방향으로만 
동작한다. 이러한 특성은 문턱전압에 의해서 구분된다. 반도체소자인 트랜지스터의 안정성은 문턱전압
의 의존도가 높아서 문턱전압이 너무 낮을 경우 한쪽방향으로 동작하는 단방향성 반도체소자를 만들기
가 어려워진다. 트랜지스터의 안정성은 반도체센서의 감도에 직접적인 영향을 미치게 되며 현재까지 나
와 있는 전자센서들의 감도를 높이기 위해서는 다양한 형태의 화합물의 감지를 전기신호로 변환할 때 
얼마나 낮은 전기신호를 감지할 수 있는지에 따라서 달라지며 고감도 센서로써 전자소자의 안정성이 
결정된다. 트랜지스터의 안정성을 높이기 위하여 ~ nA 수준의 전기신호에 대한 반응성을 조사 분석하
여 고감도의 신호 반응을 나타내는 소재 물질의 양방향성 전달특성에 대하여 분석하고 조사하였다.

ABSTRACT

Common transistor has unipolar characteristics in accordance with the doping carriers and operation by the threshold 
voltage, which is related to the stability. It is required the low threshold voltage of transistors to increase the stability 
of devices. The sensing ability is about the detection of how low current, therefore there is difference between the low 
current and leakage current. This study researched the ambipolar characteristics of transistors with very low currents to 
define the difference between common n-type transistors with unipolar properties.  
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양방향성 특성을 나타내었다. 

그림 1. 실리콘 산화막위에서의 V2O5 박막의 전

기적인 특성

그림 1에서 V2O5/SiO2 박막에서 전류가 더 많
이 흐르는 것을 알 수 있다. 실리콘 산화막의 절
연특성이 우수하여 계면에서의 쇼키접합특성에 
의해서 V2O5 박막이 채널층으로 증착한 뒤에 V2O5 
박막에서 전류가 더 많이 흐르게 된 것이다.

 

그림 2. V2O5 박막 트랜지스터의 전달특성. 

그림 3. V2O5 박막TF 전달특성의 로그값

그림 2와 그림 3은 V2O5 박막트랜지스터의 전달
특성인데 양방향으로 전류전압특성이 관찰된다. 게

이트 절연박막의 특성에 의해서 전위장벽이 증가
하면서 확산전류가 증가하여 기존의 트랜지스터 
작용이 단방향성인 것과는 다른 특성으로 양방향
성으로 전위장벽에 따른 확산전류가 형성되고 있
다는 것을 보여준다. 

Ⅲ. 결  론

박막트랜지스터는 게이트 절연막의 특성에 의
존도가 높아서 게이트 절연막이 누설전류의 문제
가 되거나 그렇지 않은 경우 쇼키접합에 의해서 
전위장벽이 생기게 되면 전달특성이 양방향으로 
바뀌면서 일반적인 단뱡향서 트랜지스터와 다른 
전기적인 특성은 나타내는 것을 확인하였다. 
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